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【はじめに】 IGZO TFTは、プロセス工程が簡単であり性能および均一性が良く、ワイドギャップ半

導体でもありオフリークが非常に小さくなるという特長から、高精細パネル用の TFT材料等様々

な材料として期待されている。我々は以前、キャパシタ放電を利用することで、電流計での直接

測定が困難なほど微小なドレイン電流を見積もり [1]、そのゲート電圧依存性を示した [2]。今回、

そのリーク電流の大きさを決める要因について考察したので報告する。【方法と結果】 2次元デバ

イスシミュレータ ATLASを用いて、IGZO TFTの Id–Vg特性 (@Vd = 5 V)を計算した。Fig. 1に

シミュレーションおよび実験結果 [2]を示す。まずオン領域 (Vg > 0 V)において、アクセプタ型の

伝導帯テイル準位の状態密度を調整することで特性のフィッティングを行った (Fig. 2)。そのギャッ

プ内トラップ分布を仮定したままオフ領域特性を計算したところ、広いバンドギャップエネルギー

(=3.05 eV [3])を反映し実験値を 30桁以上下回る電流値が得られた。なおこの乖離は、バンド間

トンネリングやトラップを介したリーク増大機構 [4]を考慮した場合でも改善せず、オン領域には

影響を与えない深いドナー型準位を導入することで [5,6]はじめて、実験で得られたリークレベル

を再現することができた。ドナー型準位の帯電による表面ポテンシャルのピニング効果が、リー

ク電流低下を抑制したものと考えられる。
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Fig. 1: Measured (dots) and simulated (lines) Id–

Vg characteristics for IGZO TFT (W/L = 8/10

µm). The off-leakage current with the donorlike

states were almost unchanged in spite of the pres-

ence or absence of the band-to-band transition

mechanisms.
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Fig. 2: Density of states in band gap of IGZO as-

sumed in this study. Exponential- and Gaussian-

type distributions [3] were considered for the

acceptorlike conduction band-tail states and the

donorlike deep-gap states, respectively.
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